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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Urrterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zum Aufbringen eines Schutzlacks auf einen Wafer 

(57) Die Erfmdung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen ei- 
nes Schutzlacks (15, 17), z. B. eines Negativabdecklacks, 
auf einen vorstrukturierten Wafer (9), bei dem das Auf- 
bringen in die beretts angelegten Strukturen mittels einer 
Verteilervorrichtung. (1) erfolgt, die eine Aufnahmeein- 
richtung (2) fur den Wafer (9), eine xy-Verschiebeeinheit 
<3) mit Programmiergerat (6) und ein Dosiergerat (7) mit 
einer Spritze (4) aufweist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufbringen ei- 
nes Schutzlacks auf einen bereits strukturierten Wafer. 

Halbleiterscheiben, sogenannte Wafer, konnen aus einem 
Substrat und im Substrat durch Atzen *on der Ruckseite er- 
zeugten Membranen bestehen. Als Substratmaterial und da- 
mit auch als Material f iir die Membranen wird vorzugsweise 
Silizium verwendet. Auf der Wafervorderseite, d. h. der 
: Seite, die die Membranen enthalt, miissen in einer Reihe von 
Sensoranwendungen durch Trockenatzen Strukturen aus 
den Membranen erzeugt werden. Beim Trockenatzen ist es 
erforderlich, die Membranunterseiten, die durch Kaveme- 
natzen in dem Substrat von der Riickseite her erzeugt wor- 
den sind, wahrend des Trockenatzprozesses, zu schutzen. 

Dieser Ruckseitenschutz erfullt wahrend der Trockenat- 
zung folgende wesentliche Funktionen, wobei es sich beim 
Trockenatzen vorzugsweise urn ein anisotropes Plasmaatz- 
verfahren handelt. .. ; 

Der Ruckseitenschutz verhindert zum einen, daB Atzgase, 
wie z. B. Fluor, nach dem Durchatzen der Vorderseiten- 
membran die Membranunterseite angreifen konnen, indem 
die Kavernen durch die Schutzschicht abgedichtet sind und 
zusatzlich die Membranunterseiten bedeckt sind, so daB 
kein freies Silizium auf der Riickseite offenliegt, welches 
von den Atzgasen, z. B. Fluor angegriff en werden kann. 

Der Ruckseitenschutz erlaubt auch ein Uberatzen bereits 
durchgeatzer Strukturen im Plasma, d. h. es kommt zu einer 
Verringerung des Atzangriffs auf die Siliziumseitenwande 
von aus der Membran bereits fertig geatzten Strukturen da- 
durch, daB deren Unterseiten geschiitzt werden. 

Ferner wird die Waferriickseite abgedichtet, die beim 
Plasmaatzen zur Substxatkuhlung zur Vorderseite hin mit 
Helium als Konvektionsmedium beaufschlagt werden muB>. 
Diese Kuhlung bleibt somit auch nach dem partiellen 
Durchatzen der Vorderseitenmembran erhalten, da das He- 
lium aufgrund des Ruckseitenschutzes nicht in das Kam- 
mervolumen der Vakuumanlage entweichen kanh. 

Desweiteren kommt es zu einer Stabilisierung des Wafers 
und einem mechanischen Schutz der nach dem Durchatzen 
fragilen Strukturen durch den Ruckseitenlacke. Sogar im 
extremen Falle eines. Bruchs des Wafers durch die fragilen 
Kave.menbereiche ist sichergestellt, daB ein angebrochener 
Wafer hoch als Ganzes aus der Plasmaatzkammer ausge- 
schleust werden kann und keine Bruchstucke auf die der 
Substratelektrode liegen bleiben, was eine aufwendige Rei- 
nigung der Plasmaatzanlage nach sich ziehen wurde.. 

SchlieBlich kann der Ruckseitenschutz als definierter Atz- 
stopp dienen. Da die SiUziumatzung stoppt, wenn die Lack- 
schicht erreicht wird, kann das Erreichen der Lackschicht 
mittels eines Endpunkterkennungssy stems mit optischer 
Emissionsspektroskopie (OES = Optical Emission Spectros- 
copy) festgesteiit werden. Ohne Lack wiirde die SiUziumat- 
zung auf der Riickseite fortschreiten, d. h. es gabe keinen 
detektierbaren Endpunkt. 

Der Ruckseitenschutz muB jedoch zusatzlich folgenden 
Bedingungen geniigen: .' 

Der Schutzlack darf nur innerhalb der Kavernen verbleiben 
und sich nicht auf die ubrige Waferriickseite erstrecken, da- 
mit der Wafer nicht auf der Substratelektrode oder an den 
Komponenten der Schleusenvorrichtung anklebt oder diese 
verschmutzen kann. 

Der Schutzlack darf ferner wahrend des Plasmaatzverfah- 
rens, wo er thermisch belastet wird, nicht aufbluhen oder ab- 
platzen, damit. eine Kontaminierung der Substratelektrode 
- oder der Einschleusvorrichtungen vermieden wird und die 
Abdichtung der heliurnbeaufschlagten Waferruckseite zum 
Kammervolumen gew ah rleistet bleibt. 



Desweiteren sollte eine ausreichende Selektivitat gegen- 
uber dem Posidvabdecklack bestehen, der sich. beim Plas- 
maatzen ublicherweise auf der Vorderseite zur Strukturdefi- 
nition befindet, damit der Riickseitenabdecklack in den Ka- 
5 vernen oder als Schutz lokaler Bereiche nicht beeintrachtigt 
wird, wenn der Posidvabdecklack der Vorderseite bei der 
Photolithographic entwickelt oder zwischendurch oder zum 
SchluB entfernt wird. 

Bisher wurde versucht, den Ruckseitenschutz dadurch zu 
10 erreichen, daB ein Posidvabdecklack ganz flachig auf der 
Ruckseite des Wafers aufgetragen und photolithographisch 
so strukturiert wurde, daB er nur in den Kavernen, nicht je- 
doch auf der iibrigen Waferruckseite verblieb. Der Einsatz 
von Posidvlack an dieser Stelle ist jedoch nicht zielfuhrend. 
15 Negadvabdecklacke und vor allem nichtphotostrukturier- 
bafe Polymere lieBen sich auf diese Weise nicht zuverlassig 
aufbringen und auf das Kaverheninnere beschranken. Ge- 
rade die beispielsweise gegeniiber FluBsauredampf wider- 
standsfahigsten Lacke sind jedoch aufgrund des Fehlens 
20 funktioneller Gruppen, was fur die Dichtigkeit gegenuber 
HF wesentliche Voraussetzung ist, nicht photostrukturier- 
bar. 

Der Einsatz eines Posidvabdecklacks zur Kavernenbeful- 
lung ist ferner mit folgenden Problemen verbunden: Er muB 
25 sehr dick aufgeschleudert und anschlieBend photostruktu- 
riert, d. h. belichtet und entwickelt, werden. Dazu muB ein 
kleb'riger, d. h. auf der Ruckseite nicht vollstandig ausge- 
heizter bzw. ausgeharteter Wafer durch entsprechende Li- 
thographieeinrichtungen gehandhabt werden. Dicker Posi- 
30 tivabdecklack bluht jedoch wegen des Gehalts an Losungs- 
rnitteln und fluchtiger unvernetzter Monomere leicht beim. 
Trocknen und bei hoheren Temperaturen auf, wobei er dazu 
neigt, von den Kavernenunterseiten groBflachig abzuplat- 
zen. Ferner wird die Handhabung wegen der zunachst ganz- 
35 flachigen klebrigen Waferruckseite sehr erschwert. Dies ist 
die Folge des dicken sich bei diesem Verfahren dort zu- 
nachst iiberall befindlichen Lacks. 

Da aufgrund des identischen Lacktyps keine ausreichende 
Selektivitat zwischen dem Vorderseitenabdecklack und dem 
40 Ruckseitenabdecklack besteht, kommt es beim Entwickeln 
des Vorderseitenabdecklacks zu Schwierigkeiten, da z.B. 
durch den Entwickler fur das partielle Ablosen des Vorder- 
seitenabdecklacks beim EntwicklungsprozeB auch der 
Ruckseitenabdecklack stark mitangegriffen wird. Das Ent- 
45 sprechende gilt, wenn der Vorderseitenabdecklack spater 
ganz flachig entfernt werden soli, moglichst ohne den Ruck- 
seitenschutz zu schadigen. Dabei kommt es ebenfalls zu ei- 
ner Schadigung des Ruckseitenschutzes, so daB der Wafer 
z. B. nicht weiterprozessiert werden kann, falls noch Folge- 
50 schritte erforderlich waren. 

Der Posidvabdecklack kann auch keine Heliumdichdg- 
keit oder einen ausreichenden Ruckseitenschutz nach dem 
Durchatzen der Membranen liefern, da er im Plasma auf- 
grund der damit verbundenen thermischen und chemischen 
55 Belastung aufbliiht und undicht wird. 

Die Aufgabe vorliegender Erfindung besteht daher darin, 
ein Verfahren bereitzustellen, das die geschilderten Nach- 
teile des Standes der Technik uberwindet. ' 

ErfindungsgemaB wird ein Verfahren zum Aufbringen ei- 
60 nes Schutzlacks auf einen vorstrukturierten Wafer bereitge- 
stellt, das dadurch gekennzeichnet ist, daB das Aufbringen 
mittels einer Verteilervorrichtung erfolgt, die eine Aufhah- 
meeinrichtung fur den Wafer, eine xy-Verschiebeeinheit mit 
Programmiergerat und ein Dosiergerat aufweist. Durch das 
65 Dosiergerat wird der optimale; Schutzlack und die opdmale 
Menge an Schutzlack gezielt in die Kavernen dosiert. 
.In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung 
wird der Schutzlack in mikromechanisch vorstrukturierte 
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Kavemen auf die Waferriickseite aufgebracht. programmgesteuert anfahrt und dort mittels einer Spritzvor- 

Weiter bevorzugt ist der Einsatz eines Negativabdeck- richtung eine genau bestimmte Lackmenge deponiert, wird 

lacks Oder eines Lacks aus nichtphotostrukturierbaren Poly- erreicht, daB alle Ruckseitenkavemen gleichmaBig mit einer 

meren als Schutzlack. Hierbei kann vorzugsweise Benzoc- frei wahlbaren Menge an Schutzlack gefiillt werden, ohne 

yclobutadien,. Polymethylmethacrylat, Polyimid oder Ep- 5 die Waferriickseite an anderer Stelle.mit Lack zu kontami- 

oxid verwendet werden. Negativabdecklacke sind durch nieren. Es ist 'auch moglich, jeder Kaverne eine individuelle 

ihre hohe chemische und thermische Stabilitat besonders Lackmenge zuzufuhren, besonders wenn es sich um unter- 

vorteilhafl und konnen trotzdeni spater sauber und nick- schiedlich groBe Kavemen handelt: 

standsfrei entfemt werden, z. B. in einem Sauerstoffplasma. In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform ist der 

Die Verteilervorrichtung besteht im wesentlichen aus fol- 10 Wafer auf seiner Vorderseite mit einem Positivabdecklack 

genden drei Bestandteilen: beschichtet. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren konnen die Ka- 

1. Sie weist eine Aufnahmeeinrichtung fur die Wafer vernen der Waferriickseite mit Hiife der Verteilervorrich- 
auf, so daB diese in genau definierter Weise reprodu- tung selektiv belackt werden, wobei bevorzugt ein Negativ- 
zierbar hinsichtlich der Plattenorientierung in der Ver- 15 lack oder ein Lack eingesetzt wird, der gegenuber den Ent- 
teilervorrichtung positioniert werden. Dies wird bei- wicklem oder Losungen zum partiellen oder vollstandigen 
spielsweise durch einen Teller erreicht mit einer der Entfernen fur den Positivabdecklack der Vorderseite resi- 
Wafergeometrie entsprechenden, eingefrasten Ausspa- stent ist. Dadurch kann eine Vorderseiten-Lithographie, Vor- 
rung, die auch den Waferflat einschlieBt. Damit wird derseiten-Lackriachbehandlung oder -entfemung erfolgen 

. die Position und die Ausrichtung der Wafer eindeutig 20 ohne Beeintrachtigung des Waferriickseitenschutzes, der so 

festgelegt. fur Folgeprozesse intakt erhalten bleibt. 

2. Die Verteilervorrichtung umfaBt ferner eine xy-Ver- Der Negativabdecklack hat gegenuber. dem Positivab- 
schiebeeinheit mit Programmiergerat, die die eigentli- decklack den Vorteil, daB er chemisch und thermisch sehr 
che Spritzvorrichtung tragt und jede einzelne Kaver- stabil ist, so daB .er weder beim Ausheizen noch beim an- 
nenposition gezielt anfahren kann und so die ganze 25 schlieBenden Plasmaatzen aufbluht oder abplatzt, so daB die 
Waferriickseite programmgesteuert abrastert. Jede Ka- Schutzwirkung voll gewahrleistet bleibt und z. B. ein Kon- 
veme des Wafers entspricht einer explizit eingegebe- taminationsrisiko fur die Substratelektrode des Plasmaatz- 
nen Programmposition. gerats nicht besteht. AuBerdem kann. der PlasmaatzprozeB 

3. SchlieBlich weist die Verteilervorrichtung ein Do- zuverlassig gefuhrt werden, da die Waferdichtigkeit und die 
siergerat auf, das elektrisch mit dem Programmiergerat 30 Schutzwirkung garantiert ist und ein Endpunktsignal mittels 
verbunden ist und von diesem gesteuert wird, d. h. eine OES (optische Emissionsspektroskopie) definiert ist. 
Vorrichtung, die per Programmbefehl eine genau defl- In einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform erfolgt 
nierte Lackmenge aus einer Spritze durch eine nadel- das Aufbringen des Schutzlacks mittels des Dosiergerats in 
formige Diise abspritzen kann. Die abgespritzte Lack- einem einzigen oder mehreren Spritzvorgangen pro Ka- 
menge kann vorherbestimmt werden uber den angeleg- 35 verne. Die Spritzvorgange konnen zusatzlich aus unter- 
ten Spritzdruck, den Diisenquerschnitt und die vorpro- schiedlichen Positionen uber den Kavemen erfolgen. Dies 
grammierte Spritzdauer. Ein Nachtropfen von Lack hat den Vorteil, daB die Kavemen moglichst gleichmaBig 
nach dem Ende des Spritzvorgangs wird vorzugsweise gefiillt werden konnen. Dazu kann in einem Durchlauf 
dadurch verhindert, daB unmittelbar danach ein Unter- mehrmals in jede Kaveme gespritzt werden, oder man ver- 
aruck angelegt wird, der den Lack aus der Duse sofort 40 wendet mehrere Durchlaufe uber den Wafer. 

nach dem Abspritzen wieder zuruckzieht. Damit wird Es kann auch erforderlich werden, insbesondere bei 

zuverlassig verhindert, daB Lacktropfen auf die Wafer- schwierigen Kavemen topographien, unterschiedliche Berei- 

riickseite auBerhalb der Kavemen gelangen konnen. che der Kavemen jeweiis selektiv mit Lack zu versehen. Es 

ist ebenfalls moglich, das gesamte Spritzprogramm jeweiis 

Diese speziell- an das erfindungsgemaBe Verfahren ange- 45 mehrmals uber ein und demselben Wafer anzuwenden, ge- 

paBte Verteilervorrichtung fahrt eine Kavemenposition an, gebenenfalls unter Beriicksichtigung von Offsets, um ver- 

spritzt eine vorgewahlte Lackmenge in die jeweilige Ka- schiedene Kavemenpositionen zu erreichen. Dabei konnen 

verne ab, bestatigt das Ende des Spritzvorgangs an das Pro- pro Programmablauf bzw. -durchlauf auch unterschiedliche 

grammiergerat, wonach die nachste Kaveme angefahren Lacke eingesetzt werden. Es ist beispielsweise moglich, 

und der Vorgang wiederholt wird, bis alle Kavemen des Wa- 50 beim ersten Programmdurchlauf einen dunnen, jedoch auf 

fers gefiillt sind. Hierbei wird bei Programmbeginn zu- Silizium sehr gut haftenden Lack abzuspritzen und beim 

nachst in einer Ruheposition mehrmals, beispielsweise funf- zweiten Programmdurchlauf dann einen dickeren Lack zu 

mal in ein AuffanggefaB gespritzt, um die Dttse in einen de- verwenden, der als solcher direkt auf Silizium schlecht haf- 

finierten Anfangszustand zu versetzen und insbesondere an- ten wurde, sich aber eben dick auftragen laBt. Durch den er- 

getrocknete oder verdickte Lackreste aus der Duse zu ent- 55 sten Lackauftrag des dunnen Lacks ergibt sich jedoch insge- 

femen. Danach passiert die Nadel einen Lackabstreifer, um. samt fur das Lackschichtsystem eine sehr gute Haftung auf 

einen eventuell an der Nadel verbliebenen Lacktropfen vor Silizium, weil der zweite Lack gut auf dem ersten und dieser 

Erreichen der Waferflache abzustreifen und ebenfalls dem wiederum gut auf Silizium haftet. . 

AuffanggefaB zuzufuhren. Dieser Abstreifer ist im einfach- Bei den verfahrensgemaB eingesetzten Negativabdeck- 

sten Fall der Rand des LackauffanggefaBes selbst, das in 60 lacken und Positivabdecklacken handelt es sich um in der 

diesem Fall genauso hoch sein muB, daB es das Nadelende Halbleitertechnik und Mikromechanik ubliche kommer- 

ohne Beriihmng iiberstreichen laBt, jedoch einen an der Na- zielle Lacke, die beispielsweise von den Firmen OCG, KTI 
del hangenden Lacktropfen beim Passieren abstreift. Beim • Chemicals oder Hoechst vertrieben werden. 

Programmende fahrt die Vorrichtung wiederum in eine End- Durch das erfindungsgemaBe Verfahren ist es in uberaus 

position, die identisch mit der anfangs angefahrenen Ruh- 65 vortei Ih after Weise nunmehr moglich, fur die Ruckseitenbe- 

eposition sein kann, aber nicht muB. lackung einen Negadvabdecklack oder andere polymere 

Mittels der Verteilervorrichtung, die jede Kavemenposi- Lacke einzusetzen, die gegenuber den Entwickler- oder Ent- 

don auf der Ruckseite eines Wafers per xy-Verschiebetisch femungslosungen fur den Posidvabdecklack der Wafervor- 
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derseite resistent oder weitgehend resistent sind. Damit 
kann der Positivabdecklack photostxukturiert, entwickelt 
oder auch zum SchluB ganz entfernt werden, ohne den 
Ruckseitenschutz zu schadigen. Insbesondere ist es nun- 
mehr auch moglich, nichtphotostrukturierbare Schutzlacke 
einzusetzen, die z. B. gegenuber FluBsaure oder anderen 
chemischen Reagenzien besonders resistent sind. Die Nega- 
tivabdeckiacke und die gegenuber den Entwickler- oder 
Entfemungslosungen resistenten Lacke haben den Vorteil, 
daB sie beim Ausheizen nicht aufbliihen, im hart ausgebak- 
kenen Zustand sehr gut haften, gegenuber dem Positivab- 
decklack aufierst selektiv sind und wahrend des Plasmaat- 
zens nicht aufschaumen und keine Kontamination der Sub- 
stratelektrode des Plasmaatzgerats bewirken. Daruber hin- 
aus haben diese Abdecklacke eine hohe mechanische Fe- 
stigkeit, so daB sie den Wafer nach dem Durchatzen stabili- 
sieren konnen und auch dem Heliumruckseitendruck zur 
Waferkuhlung wahrend des Plasmaatzens zuverlassig stand- 
halten. Besonders vorteilhaft ist auch die gute Stabilitat ge- 
gen die beim Plasmaatzen ; auftretenden Fluorradikale des 
Plasmaatzgases. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform kann der Schutzlack 
auch auf vorbestimmte Bereiche auf bestimmten vorstruktu- 
rierten Wafervorderseiten aufgebracht werden, urn diese 
beispielsweise vor einem aggressiven Medium zu schiitzen. 
Bei diesen Bereichen handelt es sich beispielsweise um sol- 
che von vergrabenen Leiterbahnen undVoder Kontaktfla- 
chen, die vor einem aggressiven Medium, z. B. FluBsaure, 
in Folgeprozessen geschiitzt werden sollen. 

Beispielsweise ist es auf diese Weise moglich, Bereiche 
der Vorderseite selektiv mit einem Negativabdecklack oder 
anderen, z. B. nichtphotostrukturierbaren Lacken, zu schiit- 
zen. Das kann z. B. vor der Opferschichtatzung in FluBsau- 
redampf geschehen, wenn das Opferoxid in einzelnen Berei- 
chen erhalten bleiben, also geschiitzt werden, soli. Dies 
kann z. B. im Bereich von durch Siliziumdioxid vergrabe- 
nen Leiterbahnen oder von Kontaktflachen aus elektrischen 
Isolationsgriinden notwendig sein, um Leckstrome zu ver- 
meiden. Bei vorstrukturierten Wafervorderseiten ist es mit 
anderen Verfahren, z. B. Aufschleudern und Photolithogra- 
phie, praktisch nicht mehr moglich, eine selekuve Bedek- 
kung genau der zu schutzenden Bereiche zu erreichen. 

Vorzugsweise rastert die Verschiebeeinheit die Wafervor- 
der- oder -riickseite programmgesteuert ab. Es ist jedoch 
auch moglich, daB die Positionen zum Aufbringen des 
Lacks mittels eiektronischer Bildverarbeitung identifiziert 
und angesteuert werden. Das heiBt, anstelle einer exakten 
Positionierung des Wafers in einer prazisen Aufnahmevor- 
richtung ist es dann auch moglich, den Wafer einfach relativ 
grob in der ProzeBstation abzulegen und die Kavemenposi- 
tionen per eiektronischer Bildverarbeitung zu identifizieren 
und anzusteuem. Mittels Bildverarbeitung kann auch, 
gleichzeitig eine Qualitatskontrolie fur den Spritzerfolg 
durchgefuhrt werden, d. h. man pruft nach, ob besummte 
Belackungsbilder erhalten wurden. 

Die Bildverarbeitung stellt zwar einen hoheren elektroni- 
schen Aufwand dar, macht aber die explizite Programmie- 
rung jeder einzelnen Kavernenposition in weiterer vorteil- 
hafter Ausgestaltung der Erfindung uberflussig, indem ein- 
fach jede vom Programm vorgefundene und "elektronisch" 
identifizierte Kaveme bespritzt wird. Es ist dann nicht mehr 
nodg, die Programmpositionen an den eingelegten Wafer in- 
dividuell anzupassen, vielmehr sucht sich das Programm 
selbst seine Kavernenpositionen uber die Bildverarbeitung, 
was unter Fertigungsbedingungen einen wesentlichen Ge- 
winn an Flexibility darstellt und zur Vermeidung von Feh- 
lem beitragt. Es ist sogar moglich, daB das Programm auto- 
matisch die KavernengroBe erkennt und individuell jeder 



Kaverne die fiir ihre GroBe optirnale Menge an Lack zudo- 

siert. . . 

Es ist weiter moglich, anstelle der manuellen Einbnngung 
der Wafer in die Vorrichtung diese mit einem automatischen 
5 Beladesystem zu kombinieren. Dieses kann beispielsweise 
aus einer Kassettenstation Wafer fur Wafer wiederum au- 
Berst genau in die ProzeBposition einbringen bzw. nach Pro- 
zeBende daraus wieder abtransportieren. Man kann auch ein 
weniger genaues automatisches Handlingsystem einsetzen 
10 und dieses mit einer elektronischen Bildverarbeitung zur 
Identifikation und Ansteuerung der einzelnen Kavemen ein- 
setzen, wie beschrieben. 

. Die Erfindung soli anhand beigefugter Zeichnung naher 
erlautert werden. . 
15 Hierbei zeigt die Fig. 1 die Verteilervorrichtung 1, mittels 
der das erfindungsgemaBe Verfahren zum Aufbringen des 
Schutzlacks 15, 17 auf den vorstrukturierten Wafer 9 erfolgt. 
Die Verteilervorrichtung 1 weist eine Aufnahmeeinrichtung 
2 fiir den Wafer 9 auf, so daB dieser in genau definierter 
20 Weise reproduzierbar mit der Plattenorientierung in der Ver- 
teilervorrichtung 1 positioniert wird. Die Aufnahmeeinrich- 
tung 2 kann die Form eines Tellers haben mit einer der Wa- 
fergeometrie entsprechenden, eingefrasten Aussparung, die 
auch den Waferflat 10 einschlieBt, wodurch die Position und 
25 die Ausrichtung des Wafers 9 eindeutig festgelegt wird. Die 
Aufnahmeeinrichtung 2 fur den Wafer 9 befindet sich auf 
dem Tisch 11. Die Verteilervorrichtung 1 umfaBt femer eine 
xy- Verschiebeeinheit 3, an der ggf. die Videokamera 5 des 
Bildverarbeitungssy stems befestigt ist. Das Programmierge- 
30 rat 6 steuert die xy- Verschiebeeinheit 3, das Dosiergerat 7 
(Spritzbefehle und Ruckmeldung) sowie ggf. die Bildverar- 
beitung und den Bildschirm 8. Das Dosiergerat 7 erzeugt per 
Programmbefehl aus dem Programmiergerat 6 kurzzeitig ei- 
nen Uberdruck, was zum Abspritzen fiihrt, oder einen Un- 
35 terdruck, was zum Riicksaugen des Lackes fiihrt. Hierbei 
wirkt der Uber- bzw. Unterdruck uber den Schlauch 12 auf 
die Spritze 4, welche mit Lack gefullt ist und uber eine Do- 
siernadel auf den Wafer 9 spritzt. 

Die Fig. 2 zeigt einen mit der in Fig. 1 dargestellten Ver- 
40 teilervorrichtung 1 prozessierten Waferausschnitt im Quer- 
schnitt. 

Darin ist mit 13 eine Kaverrienwand des aus Silizium be- 
stehenden Wafers bezeichnet. Die Kaverne ist mit dem 
Ruckseitenschutzlack 15 befullt. Auf dem Wafer befindet 
45 sich die ebenfalls aus Silizium. bestehende Membran 14. 
Diese Membran 14 kann direkt aus dem Wafermaterial her- 
gestellt sein, oder durch eine Zwischenschicht 16 vom ei- 
gentlichen Substratwafer getrennt sein. Die Zwischen- 
schicht 16 besteht meistens aus Si0 2 , was zu einem soge- 
50 nannten SOI-Waferaufbau (silicon-on-insulator) fuhrt. 

Die Fig. 3 zeigt ebenfalls einen mit der in Fig. 1 darge- 
stellten Verteilervorrichtung 1 prozessierten Waferaus- 
schnitt im Querschnitt.. 

Dieser Waferausschnitt entspricht dem in Fig. 2 gezeig- 
55 ten, wobei jedoch zusatzlich ein Vorderseitenschutzlack 17, 
z. B. desselben Typs wie auf der Riickseite, auf eine vergra- 
bene Leiterbahn oder Kontaktflache 18 aufgebracht ist. 
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' * ' Bezugszeichenliste , 

1 Verteilervorrichtung 

2 Aufnahmeeinrichtung fur den Wafer 

3 xy- Verschiebeeinheit 

4 Spritze . .. *■ 

5 Videokamera 

6 Programmiergerat 

7 Dosiergerat 

8 Bildschirm » 
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9 Wafer 

10 Waferflat 
llTisch ■ ■ 

12 Schlauch 

13 Kavemenwand 5 

14 Membran 

15 Riickseitenschutzlack 

16 Zwischenschicht 

17 Vorderseitenschutzlack 

18 vergrabene Leiterbahn oder Kontaktflache 10 

Patentanspruche 

1 . Verfahren zum Aufbringen- eines Schutzlacks auf 
einen vorstrukturierten Wafer, dadurch gekennzeich- 15 
net, daB das Aufbringen mittels einer Verteilervorrich- 
tung (1) erfolgt, die eine Aufnahmeeinrichtung (2) fur 
den Wafer (9), eine xy-Verschiebeeinheit (3) mit Pro- 
grammiergerat (6) und ein Dosiergerat (7) mit einer 
Spritze (4) aufweist. 20 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Schutzlack (15) in mikromechanisch Vor- . . 
strukturierte Kavemen auf die Waferruckseite aufge- 
bracht wird. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB als Schutzlack (15) ein Negauvabdeck- 
iack oder ein Lack aus nichtphotostrukturierbaren Po- 
ly meren eingesetzt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Schutzlack (15) eingesetzt wird, der Ben- 30 
zocyclobutadien, Polymethylmethacrylat, Polyimid 
oder Epoxid umfaBt. 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Wafer (9) 
auf seiner Vorderseite mit einem Positivabdecklack be- 35 
schichtet ist. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Abdecklack der Vorderseite photostruktu- 
riert wird. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii-' 40 
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbrin- 
gen des Schutzlacks (15) in einer Kaverne bzw. des 
Vorderseitenschutzlacks (17) in einer Vertiefung der 
Wafervorderseite mittels des Dosiergerats (7) mit 
Spritze (4) in einem einzigen oder mehreren Spritzvor- 45 
gangen iiber der Kaverne erfolgt. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Spritzvorgang als einmaliger Vorgang oder 
mehrmals uber denselben Wafer erfolgt. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn- 50 
zeichnet, daB die Spritzvorgange aus unterschiedlichen 
Positionen iiber den Kavemen erfolgen. 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Schutz- 
lack (17) auf vorbestimmte Bereiche auf die bereits 55 
strukturierte Wafervorderseite aufgebracht wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die vorbestimmten Bereiche solche von 
vergrabenen Leiterbahnen und/oder Kontaktflachen 
(18) sind. 60 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die xy-Verschiebeeinheit 
(3) die Wafer/order- oder -riickseite programmgesteu- 
ert abrastert. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, da- 65 
durch gekennzeichnet, daB die Positionen zum Auf* 
bringen des Lacks mittels elektronischer Bildverarbei- 
tung identifiziert und angesteuert werden. 



14. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die KavemengroBe mittels 
elektronischer Bildverarbeitung erfaBt und die der Ka- 
vemengroBe entsprechende. Lackmenge jeweils indivi- 
duell fur jede Kaverne zudosiert wird.. 
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